GARA A PROCEDURA APERTA CON MODALITA’ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE DI UN “CLUSTER DI SISTEMA PLASMA ENHANCED CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION (PECVD)” PER L’ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BEYOND-NANO” .
CUP G66J17000350007
CIG 93270583C0
RUP DOTT. ROSARIO CORRADO SPINELLA


OFFERTA TECNICA E RELAZIONE 
Per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un procuratore del legale rappresentante, apponendo la firma digitale. 
Per gli operatori economici stranieri non residenti in Italia, la presente dichiarazione può essere sottoscritta dai medesimi soggetti apponendo la firma autografa ed allegando copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità 
La presente dichiarazione dovrà essere inviata attraverso l’inserimento sul Sistema telematico nell’apposita sezione “Offerta Tecnica”, comprensiva di eventuali allegati alla medesima, che illustrino compiutamente la fornitura offerta. 


1. Descrizione generale del sistema
………………………………….


2. Caratteristiche relative a tutti i requisiti tecnici minimi richiesti nel capitolato. 
[bookmark: _Toc77752624](Nota bene: nell’offerta tecnica si richiede una risposta punto-punto a ciascuna voce del capitolato tecnico riportata al capitolo 3.4: caratteristiche tecniche e dotazioni minime richieste   ) 

L’apparecchiatura dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche:
	
	
	Requisito Soddisfatto (Si/No)
	Indicare riferimento a brochure / scheda / manuale

	1. essere costituita da due camere di processo (in seguito chiamate “C1” e “C2”) distinte e distinguibili per intervallo di temperatura massima di processo e per tipologia della sorgente del plasma;
	
	

	1. le due camere di processo devono essere compatibili con l’aggiunta di una ulteriore camera (“C3”) per il carico ed il trasferimento del campione ad una delle camere (da “C3” a “C1” o “C2”) o tra le due camere di processo (da “C1” a “C2” e viceversa attraverso “C3”). L’insieme delle tre camere dovrà essere controllato da un unico software;
	
	



Ciascuna camera di processo “C1” e “C2” deve essere fornita:
	
	
	Requisito Soddisfatto (Si/No)
	Indicare riferimento a brochure / scheda / manuale

	1. di manuale informatizzato (digitale), ed eventualmente anche in forma cartacea, delle componenti, ivi compresi le componenti di terze parti;
	
	

	1. di manuale informatizzato (digitale), ed eventualmente anche in forma cartacea, in cui siano elencate le procedure di manutenzione, di controllo e di smontaggio delle componenti nonché della lista delle parti di ricambio e dei relativi codici identificativi;
	
	

	1. dei cavi e connessioni necessari per la funzionalità integrata e singola dei componenti;
	
	

	1. di un computer di controllo con schermo almeno 22 pollici e dotato di disco di archiviazione a stato solido;
	
	

	1. un apposito software di controllo che deve:
1. essere basato sulla versione del sistema operativo Windows 10 o successiva;
1. essere comprensivo di licenze d’uso per un periodo illimitato di tempo;
1. essere dotato di scheda di rete per il controllo remoto;
1. consentire l’esecuzione di processi di sicurezza e manutenzione;
1. consentire l’esecuzione di processi di deposizione sequenziali;
1. consentire l’accesso ai parametri rilevanti di processo, tramite password multilivello;
1. consentire la visualizzazione dei parametri rilevanti di processo in forma di grafico;
1. consentire il salvataggio dei parametri rilevanti di processo anche in formato universale (csv, txt, dat, ascii);
	
	



La camera denominata “C1” deve essere dotata di:	

	
	Requisito Soddisfatto (Si/No)
	Indicare riferimento a brochure / scheda / manuale

	1. sorgente plasma cilindrica di tipo “inductively coupled plasma” (ICP) a radiofrequenza con diametro di almeno 300mm e potenza minima di almeno 2.0kW; 
	
	

	1. componentistica e software di processo per deposizione di strati sottili da pochi nanometri fino ad alcuni micrometri per i seguenti materiali ossido di silicio, nitruro di silicio, silicio amorfo, silicio microcristallino, silicio policristallino, carburo di silicio amorfo;
	
	

	1. una scheda dati di processo per i materiali elencati al precedente punto i). La scheda deve includere i parametri di processo e le caratteristiche chimico/fisiche/elettriche attese;
	
	

	1. porta campioni riscaldabile per temperature di processo fino a 400°C;
	
	

	1. porta campioni raffreddabile per temperature di processo nell’intervallo 0-80°C e che garantisca il contatto termico mediante apposito flusso di He, usualmente denominato “backside cooling”;
	
	

	1. precamera per il caricamento di campioni di almeno 200mm di diametro con sistema di inserimento in camera comandato da PC;
	
	

	1. sistema di movimentazione di campioni tra precamera e camera;
	
	

	1. sistema ad anello di bloccaggio di campioni con diametro di 150mm;
	
	

	1. sistema ad anello di bloccaggio di campioni con diametro di 200mm;
	
	

	1. supporto in alluminio (carrier) per campioni con diametro di 200mm;
	
	

	1. pompa turbomolecolare a levitazione magnetica compatibile con l’utilizzo di gas tossici/corrosivi/infiammabili che garantisca un vuoto base in camera di processo <5x10-6Torr;
	
	

	1. due misuratori della pressione di processo con fondoscala, rispettivamente, 100mT e 2T;
	
	

	1. porta di accesso alla camera (viewport) per la visione del plasma, dotata di vetro schermato per la radiazione RF;
	
	

	1. porta di accesso alla camera (viewport) per l’utilizzo di uno strumento ottico di caratterizzazione;
	
	

	1. sistema per la gestione e lo smistamento dei gas di processo che garantisca l’utilizzo di 12 linee di gas ciascuna dotata del proprio Mass Flow Controller. Di queste 6 dovranno già essere allestite per l’uso di gas pericolosi (infiammabili, nocivi, corrosivi) mediante gli opportuni accorgimenti costruttivi e di sicurezza (bypass) e 4 dovranno essere già allestite l’uso di gas standard di processo e per il funzionamento dell’apparecchiatura;
	
	

	1. componenti resistenti e adatti all’utilizzo di gas corrosivi/tossici/infiammabili;
	
	

	1. predisposizione attacchi e comandi via software per pompa da vuoto da istallare a valle della pompa turbomolecolare;
	
	

	1. predisposizione attacchi e comandi via software per pompa da vuoto a secco a servizio della precamera;
	
	

	1. predisposizione attacchi e comandi via software per sistema di controllo (criostato) della temperatura di processo nell’intervallo 0-80°C. 
	
	



La camera denominata “C2” deve essere dotata di:
	
	
	Requisito Soddisfatto (Si/No)
	Indicare riferimento a brochure / scheda / manuale

	1. sorgente di plasma a piatti paralleli a radiofrequenza con potenza di almeno 600W;
	
	

	1. portacampioni riscaldabile per effettuare processi a temperatura di almeno 1200°C;
	
	

	1. componentistica e software di processo per deposizione di strati sottili da pochi nanometri fino ad alcuni micrometri per i seguenti materiali ossido di silicio, nitruro di silicio, silicio amorfo, silicio microcristallino, silicio policristallino, carburo di silicio amorfo;
	
	

	1. una scheda dati di processo per ciascuno dei materiali elencati al precedente punto cc. La scheda deve includere i parametri di processo e le caratteristiche chimico/fisiche/elettriche attese;
	
	

	1. componentistica e software di processo per deposizione di materiali unidimensionali e bidimensionali quali nanotubi di carbonio, nanofili di silicio, grafene e nitruro di boro;
	
	

	1. precamera per il caricamento di campioni di almeno 200mm di diametro con sistema di inserimento in camera comandato da PC;
	
	

	1. sistema di movimentazione di campioni tra precamera e camera;
	
	

	1. supporto in grafite (carrier) per campioni di diametro 200mm; 
	
	

	1. misuratore della pressione di processo con fondo scala di almeno 5T;
	
	

	1. porta di accesso alla camera (viewport) per la visione del plasma, dotata di vetro schermato per la radiazione RF;
	
	

	1. una porta di accesso alla camera (viewport) per l’utilizzo di uno strumento ottico di caratterizzazione; porta di accesso alla camera (viewport) per l’utilizzo di uno strumento ottico di caratterizzazione; 
	
	

	1. sistema per la gestione e lo smistamento dei gas di processo che garantisca l’utilizzo di 12 linee di gas ciascuna dotata del proprio Mass Flow Controller. Di queste 6 dovranno già essere allestite per l’uso di gas pericolosi (infiammabili, nocivi, corrosivi) mediante gli opportuni accorgimenti costruttivi e di sicurezza (bypass) e 4 dovranno già essere allestite l’uso di gas standard e per il funzionamento dell’apparecchiatura; 
	
	

	1. componenti resistenti e adatti all’utilizzo di gas corrosivi/tossici/infiammabili;
	
	

	1. predisposizione attacchi e comandi via software per pompa da vuoto a secco a servizio della precamera;
	
	

	1. predisposizione e comandi via software per pompa da vuoto a secco a servizio della camera;
	
	

	1. predisposizione attacchi e comandi via software per sistema di controllo (circolatore) della temperatura della camera per proteggere le parti soggette a riscaldamento.
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3. Caratteristiche tecniche offerte con particolare riferimento a……………….:

…………………………..



4. Caratteristiche tecniche offerte secondo la seguente tabella, oggetto di valutazione:



	n°
	criteri di valutazione
	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE
	Nota: indicare con una ‘x’ l’opzione che si intende offrire


	1
	Camera “C1” e “C2”: Estensione garanzia su entrambe le camere del sistema elettronico di controllo (PLC), il sistema di movimentazione-trasferimento-bloccaggio del campione, il sistema di accensione e controllo del plasma (matching unit)
	Nessuna estensione
	

	
	
	Estensione di 1 anno
	

	
	
	Estensione di 2 anni
	

	2
	Camera “C1”: cilindro sorgente di ricambio e relative guarnizioni ed accessori
	Nessuna fornitura
	

	
	
	Fornitura
	

	3
	Camera “C1”: due sistemi ad anello di bloccaggio di ricambio per campioni di 150mm e 200mm di diametro (uno per ciascun diametro)
	Nessuna fornitura
	

	
	
	Fornitura
	

	4
	Camera “C1”: supporto (carrier) di ricambio in alluminio per campioni di diametro 200mm
	Nessuna fornitura
	

	
	
	Fornitura
	

	5
	Camera “C1”: 5 finestre di visione di ricambio con schermo RF e relative guarnizioni ed accessori
	Nessuna fornitura
	

	
	
	Fornitura
	

	6
	Camera “C1”: criostato per controllo della temperatura di processo nell’intervallo 0-80°C
	Nessuna fornitura
	

	
	
	Fornitura
	

	7
	Camera “C2”: supporto (carrier) di ricambio in grafite per campioni di diametro 200mm
	Nessuna fornitura
	

	
	
	Fornitura
	

	
	
	Fornitura
	

	8
	Camera “C2”: 5 finestre di visione di ricambio con schermo RF e relative guarnizioni
	Nessuna fornitura
	

	
	
	Fornitura
	

	9
	Camera “C2”: circolatore per controllo della temperatura sistema
	Nessuna fornitura
	

	
	
	Fornitura
	

	10
	Camera di trasferimento “C3”
	Nessuna fornitura
	

	
	
	Fornitura 
	

	11
	Tempi di consegna in giorni
	>280
	

	
	
	<=280
	

	 
	Totale
	 
	 














